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光・電子デバイスへの高速応答、微小化、省エネルギー化といった要求は絶えず求めら

れており、それに応えるべくデバイスのナノサイズ化が推し進められている。一方ナノス

ケール領域の光と物質の相互作用においては、単なるサイズの微小化に留まらず、電子と

光が複雑に相互作用することによって、新しい機能や性能を持った光近接場相互作用デバ

イスの創生が期待されている[1]。我々は、そのような新奇ナノ光電子機能デバイスの創出

へ向け、半導体量子井戸内の励起子及び近接場光を媒介とした励起輸送の実験的検証を目

指している。このような測定を実現するためには、ナノサイズの光励起とナノスケール領

域の光観察を、独立に行うことが求められる。そこで我々は、最大 3本のプローブ（探針）

を操作可能な近接場マルチプローブ顕微鏡（MP-SNOM）を開発している[2]。しかし、青色

半導体材料のように紫外光励起が必要なケースでは、光ファイバープローブ自体の発光が

SN比を極端に悪化させる要因となる。そこで本研究では、励起光に近赤外光を用い、金属

プローブ先端付近の微小領域でのみ発生す

る第二高調波(SHG)を利用した局所励起を

提案し、青色半導体のマルチプローブ測定

における SN比の向上、及び更なる高分解能

化を目指している(Fig. 1)。本提案を実証す

る第一段階として、金属プローブ先端で試

料を SHG励起し、青色半導体からの発光を

レンズ光学系で観測する測定を行ったので、

当日はその観測結果及び解析結果の詳細を

報告する。 
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Fig. 1  Schematic of SHG assisted SNOM 
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